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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d’études 47 de la CEL Dispositifs a
semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

47(BC)1281 47(BC)1346

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute ation sur le vote

ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by 1EC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

Dis Report on voting
47(C0O)1281 47(C0O)1346
Full information on the voting for the approval of this amendment ca und in the

report on voting indicated in the above table.
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Ajouter les nouveaux articles 18 et 19 ainsi que le chapitre V suivants:

18 Impédance thermique transitoire (Z,, ,.) et résistance thermique (R, ;o)
canal-boitier d’un transistor de puissance a effet de champ

18.1 But

Mesurer I'impédance thermique transitoire canal-boitier et la résistance thermique canal-
boitier d'un transistor de puissance a effet de champ.

Cette méthode ne peut étre employée avec un matériau isolant, g coefficient de

température variable, par exemple I'oxyde de beryllium.

18.2 Méthode par refroidissement
18.2.1 Principe de la méthode

Etant une caractéristique sensible a la température,a te irecte’d’'une diode inverse
(Vgp dans la figure 27) est mesurée en forcti de référence (/,, dans
la figure 27). Aprés avoir appliqué un couran : :
le courant de chauffage est coup 0Urs
on releve Vg, et la température i emps. A partir de ces valeurs
et du chauffage initial, les valeu YT nt déterminées par une courbe
d'étalonnage.

ot o
P |

CEI 1267193

T = transistor & mesurer (MOSFET ou JFET)
{Exemple: MOSFET & enrichissement a canal N}

Figure 27 — Schéma synoptique
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Add the following new clauses 18 and 19, and the new chapter V:

18 Channel-case transient thermal impedance (Z,, ,-) and thermal resistance (Riynac)
of a power field-effect transistor

18.1 Purpose

To measure the channel-case transient thermal impedance and channel-case thermal
resistance of a power field-effect transistor.

This method cannot be used if an isolation material is used having a var emperature
coefficient, e.g. beryllium oxide.

18.2 Cooling method
18.2.1 Principle of the method

As a temperature-sensitive characteristic, the forward

are recorded as a functlon of time. Fré
the values of ZhJC and chJC are deter

18.2.2 Circuit diagram

& =t
o |1

1EC 1267193

T = transistor being measured (MOSFET or JFET)
(Exampile: n-channel enhancement MOSFET)

Figure 27 - Circuit diagram



	
	
	
	
	

